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We have designed and fabricated 2.3 THz QCL with active module based 

on 4 QWs GaAs/Al0.15Ga0.85As. The light-current-voltage characteristics, emis-
sion spectra and far-field distribution of the emission intensity of the fabricated 
THz QCL are investigated. To evaluate the potential of the Hg1-xCdxTe struc-
tures as a gain medium for QCL operating at frequencies above 6 THz, we use 
the balance equation method for simulating the laser characteristics. 

 
В работе были изготовлены и исследованы ТГц ККЛ на основе кас-

када, состоящего из четырех квантовых ям (КЯ) GaAs/AlGaAs c резо-
нансно-фононным дизайном. Максимум усиления предложенной струк-
туры соответствует длине волны λ=130 мкм (2.3 ТГц) [1]. На основе дан-
ных структур были изготовлены гребневые мезаполоски с двойным ме-
таллическим волноводом Au-Au шириной 100 мкм и длиной 2 мм, кото-
рые в дальнейшем были смонтированы на медном теплоотводе и разва-
рены золотой проволокой. 

В измеренном спектре излучения 4КЯ ТГц ККЛ (см. рис. 1) присут-
ствуют спектральные линии в диапазоне от 2.14 ТГц до 2.38 ТГц, что 
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соответствует рассчитанному спектру усиления структуры. Видно, что 
наряду с эквидистантными линиями с частотным интервалом около 19 
ГГц на спектре присутствует дополнительные спектральные линии, свя-
занные с генерацией поперечных мод более высокого порядка. Измере-
ние распределения интенсивности лазерного излучения в дальнем поле 
без линзы имеет множественные максимум на диаграмме. При использо-
вании сапфировой линзы удалось сформировать гауссов-пучок с одним 
максимумом в дальнем поле (см. рис. 2).  

Предложен новый дизайн ККЛ на основе 2КЯ HgCdTe каскада с ча-
стотой генерации около 8.3 ТГц (см. рис. 3). Расчёт зависимости усиле-
ния и потерь от температуры (см. рис. 4) демонстрирует, что предложен-
ный 2КЯ HgCdTe дизайн имеет высокие рабочие температуры (Тmax=225 
К) [2]. 

Рис. 1. Спектры излучения 4КЯ ТГц ККЛ 
(2 мм) при температуре от 67.7 до 78.7 ТГц 

Рис. 2. Измеренная диаграмма направлен-
ности излучения 4КЯ ТГц ККЛ с линзой в 

дальнем поле 
 

 
Рис. 4. Температурные зависимости усиле-

ния ТГц ККЛ: 1) синяя кривая – 3КЯ 
HgCdTe ККЛ; 2) красная кривая - 2КЯ 
HgCdTe ККЛ; 3) зеленая кривая - 2КЯ 

GaAs/AlGaAs ККЛ 
 

Рис. 3. Зонная диаграмма предложенного 
2КЯ HgCdTe дизайна ККЛ с частотой гене-

рации около 8.3 ТГц 
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